Projet PCB?

(Power Converter Built to emPhasise thermal Capability and electrical Behavior)
Financement du GDR SEEDS dans le cadre du GT PCB
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Solder HF DC-Link Capacitor
Bump l

GaN Devices

Cu 35 um
FR4 0.4 mm

FR4 0.5 mm
Cu 70 um
FR4 0.5 mm
Cu 70 um

AIN 1 mm
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Maille de commutation
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Refroidissement

Heat Sink

Process de fabrication

1. Upper PCB with DC-link capacitors and
gate drivers

Intermediate windowed FR4 layer

Lower PCB with GaN transistors and
thermal vias
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= Tests en commutation : 300V, 3 A, 1 MHz (Burst Mode)
= Comparaison mesures et simulations ADS
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A”‘f‘m = Tests en fonctionnement sur charge R-L : 200V 200W 1 MHz

= locations
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22/07/2021 €=0.95 BG=20.0 T=100% 18:01:32

Mesures de température a 200W 1 MHz
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Ambitions du projet PCB? (SEEDS)

= Partir de la structure MPCB et 1’étendre a un module pont complet en intégrant la commande, protection...
= Comparer top et bottom cooling, transistors avec driver intégré, etc...

= Viser 1 kW 1 MHz et le maximum en densité de puissance

= Faire un démonstrateur d’un convertisseur type LLC

Possibilité d’intégration 3D :
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